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Nous souhaitons réaliser un dispositif optoélectronique qui émet de la lumière. Nous

avons à notre disposition du Si (Gap indirect) et du GaAs (Gap Direct)

a) Lequeldes deux matériaux choisiriez-vous ? Expliquez

Nous souhaitons fabriquer un transistor à haute vitesse.

b) Lequeldes deux matériaux choisiriez-vous ? Expliquez

c) choisiriez-vous des électrons ou des trous comme porteurs majoritaires dans votre

dispositif ? Expliquez.

REP

Lequel des deux matériaux choisiriez-vous ? Expliquez.

al GaAs, car gaP direct.

Afin de conserver la quantité de mouvement, il faut que le haut de la bande de valence

et te bas de la bande de conduction se trouvent à la même valeur de k, le vecteur d'onde
d'un électron.

Nous souhaitons fabrrquer un transistor a

b) Lequel des deux matériaux choisiriez-vous ? Expliquez.
haute vitesse.

GaAs. La mobilité des électrons dans le GaAs est très élevée. Donc pour un champ
appliqué donné, les électrons dans le GaAs iront à une vitesse plus

élevée par rapport aux porteurs dans le Si.

c)choisiriez-vous des électrons ou des trous comme porteurs majoritaires dans

votre dispositif ? Expliquez.

Des électrons. Leur masse effective est plus faible et donc leur mobilité est plus

élevée que pour les trous
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